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Ubersicht Driicke

Druck in [Pa] Druck in [bar] Vorkommen/Anwendung

1 Pa 10°° -

100 kPa 1 Normaldruck

20 MPa 200 bar Ammoniak-Synthese

2 GPa 20 kbar groBBe Pressen (2 t auf 1 mm?)
200 GPa 2000 kbar = 2 Mbar  Diamantstempelzellen (DAC)
300 GPa 3 Mbar Druck im Erdinnern
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Diamant: Struktur und Eigenschaften

> hértester Stoff (Mohs-Hérte 10)
» Relation Struktur — Eigenschaft
o Struktur: e kovalente Bindung (dc.c = 154.5 pm) in 3D — Hirte

flussig

Druck [GPa]
8

N
=]

1000 2000 3000 4000 5000 6000

T[°C]
» Stabilitétsbereiche

o metastabil bei Normaltemperatur und Normaldruck
e stabil bei "= 3000 °C und p = 13 GPa (130 kbar)
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Diamant: Hochdruckziichtung

» erste Hochdruckziichtung

o Fa. General-Electric
o Belt-Apparatur, mit elektrischer Heizung
o Katalysatoren (Fe, Co); T' = 1600 °C, p = 9.5 GPa, t: wenige Minuten

» Vorgehen

Druckstempel _Metall<
Pyrophyllit kontakte

K latt

Stahlbander Pyrophyli ||

Ring u.
Platte Graphit—
zur Strom-— El i

[

ubertragung

Graphit chmelz—
P schicht

Nickel
Diamant—
Pulver

[~ Graphitrohr

| wachsender
Kristall

Schmelze mit
Diamant—
splittern als
Nahrmaterial

o fiir polykristalline Pulver:
Graphit im Pyrophyllit-Rohr
Ni-Bleche oben und unten, Ni als Lésungsmittel
Belt-Apparatur, p = 7 GPa (70 kbar)

Ni schmilzt und 16st Graphit auf
in wenigen Minuten bis 0.5 mm grofie Kristallite

L]
L]
L]
e durch direkten Stromdurchgang auf 1880 °C erhitzen
L]
L]
L]

Ni mit Sdure weglésen

o fiir groflere Kristalle:

o Keimplatten, Diamantsplitter in der Schmelze
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Diamant: Kristallite und Filme

» Kristallite: heute ca. 20 t/a (100 Millionen Karat) synthetisch

o Werkzeuge (Bohrer usw.)
e Schleifscheiben

» diinne Filme
e Syntheseprinzip: CH,— Cp,, . .+ 2H,
o Mikrowellenplasma-CVD fiir polykristallinen Diamant auf Halbleiter
(Mosaikstruktur, da ac # as;)
o Halbleiter-Chips
» Eigenschaften (auch der Filme)
o grofie Hérte (10 nach Mohs)
o guter elektrischer Isolator (E4 = 5.5 eV)
o sehr guter Wirmeleiter (7 X besser als Cul!)
o geringe thermische Ausdehnung
o optisch transparent (von UV bis IR)
e chemisch inert

C. Réhr: VL Festkérperchemie 2.6. Spezielle Verfahren

11 / 12



Inhaltsiibersicht (gesamte Vorlesung)

1. Bau von Festkorpern: Atomare und elektronische Strukturen v

2. Reaktionen und Synthesen von Festkérpern
2.1. Phasendiagramme (Einstoffsysteme) v/
2.2. Phasendiagramme (Mehrstoffsysteme) ¢/
2.3. Thermische Analyse (TA, DTA, DSC, TG) ¢
2.4. Reaktionen/Synthesen von Festkorpern v/
2.5. Einkristallziichtung v/
2.6. Spezielle Verfahren v/

3. Eigenschaften und Anwendungen von Festkérpern
3.1. Ubersicht »»
3.2. Polarisationseffekte (statischer Response)
3.3. Transporteffekte (dynamischer Response)
3.4. Optische Eigenschaften

C. Réhr: VL Festkérperchemie 2.6. Spezielle Verfahren 12 /12



	Hochdrucksynthesen
	Übersicht: Drücke und Synthesen unter Druck
	Diamant


